
JP 2006-148088 A5 2008.8.28

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【公開番号】特開2006-148088(P2006-148088A)
【公開日】平成18年6月8日(2006.6.8)
【年通号数】公開・登録公報2006-022
【出願番号】特願2005-307239(P2005-307239)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/07     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/077    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４３１　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１３Ｂ
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｈ
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月10日(2008.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層と、
　前記絶縁層上に複数の電界効果トランジスタと、
　前記複数の電界効果トランジスタ上に複数の記憶素子と、を有し、
　前記複数の電界効果トランジスタはそれぞれ、単結晶半導体層を有し、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、一対の導電層と、前記一対の導電層の間の有機化合物
層とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　絶縁層と、
　前記絶縁層上に複数の電界効果トランジスタと、
　前記複数の電界効果トランジスタ上に複数の記憶素子と、を有し、
　前記複数の電界効果トランジスタはそれぞれ、単結晶半導体層を有し、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、一対の導電層と、前記一対の導電層の間の有機化合物
層とを有し、
　前記複数の記憶素子のそれぞれが含む前記一対の導電層の一方は、前記複数の電界効果
トランジスタから選択された１つの前記電界効果トランジスタのソース又はドレインの一
方に電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　絶縁層と、
　前記絶縁層上に複数の電界効果トランジスタと、
　前記複数の電界効果トランジスタ上に複数の記憶素子とアンテナとして機能する導電層
と、を有し、
　前記複数の電界効果トランジスタはそれぞれ、単結晶半導体層を有し、
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　前記複数の記憶素子はそれぞれ、一対の導電層と、前記一対の導電層の間の有機化合物
層とを有し、
　前記一対の導電層の一方と、前記アンテナとして機能する導電層は、同じ層に設けられ
ていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　絶縁層と、
　前記絶縁層上に複数の電界効果トランジスタと、
　前記複数の電界効果トランジスタ上に複数の記憶素子とアンテナとして機能する導電層
と、を有し、
　前記複数の電界効果トランジスタはそれぞれ、単結晶半導体層を有し、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、一対の導電層と、前記一対の導電層の間の有機化合物
層とを有し、
　前記複数の記憶素子のそれぞれが含む前記一対の導電層の一方は、前記複数の電界効果
トランジスタから選択された１つの前記電界効果トランジスタのソース又はドレインの一
方に電気的に接続され、
　前記一対の導電層の一方と、前記アンテナとして機能する導電層は、同じ層に設けられ
ていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　絶縁層と、
　前記絶縁層上に複数の電界効果トランジスタと、
　前記複数の電界効果トランジスタ上に複数の記憶素子と、
　前記複数の記憶素子上にアンテナとして機能する導電層が設けられた基板と、を有し、
　前記複数の電界効果トランジスタはそれぞれ、単結晶半導体層を有し、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、一対の導電層と、前記一対の導電層の間の有機化合物
層とを有し、
　前記アンテナとして機能する導電層は、前記複数の電界効果トランジスタから選択され
た一つの前記電界効果トランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続されてい
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　絶縁層と、
　前記絶縁層上に複数の電界効果トランジスタと、
　前記複数の電界効果トランジスタ上に複数の記憶素子と、
　前記複数の記憶素子上にアンテナとして機能する導電層が設けられた基板と、を有し、
　前記複数の電界効果トランジスタはそれぞれ、単結晶半導体層を有し、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、一対の導電層と、前記一対の導電層の間の有機化合物
層とを有し、
　前記複数の記憶素子のそれぞれが含む前記一対の導電層の一方は、前記複数の電界効果
トランジスタから選択された１つの電界効果トランジスタのソース又はドレインの一方に
電気的に接続され、
　前記アンテナとして機能する導電層は、前記複数の電界効果トランジスタから選択され
た一つの前記電界効果トランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続されてい
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１、請求項３、または請求項５のいずれか一項において、
　前記複数の記憶素子のそれぞれが含む一対の導電層のうちの一方は、互いに電気的に接
続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記絶縁層は、酸化珪素層であることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】



(3) JP 2006-148088 A5 2008.8.28

　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、光学的作用により導電性が変化する素子であることを
特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、光学的作用により抵抗値が変化する素子であることを
特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、電気的作用により抵抗値が変化する素子であることを
特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記複数の記憶素子はそれぞれ、電気的作用により前記一対の導電層の距離が変化する
素子であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一項において、
　前記有機化合物層は、キャリア輸送性材料、光酸発生剤がドーピングされた共役高分子
材料、電子輸送材料、またはホール輸送材料を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか一項において、
　前記有機化合物層の厚さは、５ｎｍ～６０ｎｍであることを特徴とする半導体装置。
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